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Introduction

La miniaturisation des dispositifs électroniques dediés a I'énergie ainsi que les contraintes environnementales accrues impliquent la recherche de nouveaux mateériaux a

haute performance et eécoresponsables.

C'est dans ce contexte que cette étude s’est portée sur la synthese sous forme de couche mince de nouveaux matériaux pi€zo-/ferroélectriques dépourvus de plomb.
Particulierement, des oxydes de type La,WO, ont ete déposes par ablation laser pulsé sur des substrats conducteurs de (001)-SrTiO;:Nb.
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Cartographie du réseau réciprogue des
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La phase a haute température de I'oxyde de tungstate La,WO, a eté deposeée avec succes sous forme de couche mince sur
des substrats d’oxydes de SrTiOs. Les analyses en DRX haute résolution et en TEM ont révélé la croissance épitaxiale du film.
La caractérisation PFM des échantillons a mis en évidence l'existence de domaines piézoélectriques spontaneés orientés dans
différentes directions en accord avec une structure cristallographique orthorhombique. Des expériences de retournement de
domaines ont conduit a I'observation de contrastes opposés (180 deg.) sur limage de phase et de parois de domaines
inactives piézoélectriguement sur le signal d'amplitude, sans modification de la surface de I'échantillon. Enfin, des mesures de
courant sous contraintes mécaniques locales sans bias appliqué ont été mises en évidence par une technique TEM-STM.

La piézoélectricité directe et indirecte a ainsi été demontrée a I'échelle locale au sein des couches de La,WOQ, ce qui ouvre la
voie a une nouvelle famille d'oxydes fonctionnels eco-acceptables dédiée au domaine de I'électronique.
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